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Verfahren und Vorrichtung zur wechselseitigen Kontaktierung von zwei Wafern 




15 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur wechselseitigen 
Kontaktierung von zwei waferartigen Bauelement-V.erbundanordnungen 
aus einer Vielzahl zusammenhangend ausgebildeter gleichartiger Bau- 
elemente, die nachfolgend vereinfacht als Wafer bezeichnet werden, 
insbesondere eines Halbleiter-Wafers mit einem Funktionsbauelement- 

20 Wafer, zur Herstellung von elektronischen Baugruppen auf Wafer-Ebene 
. sowie eine Vorrichtung zur Durchfiihrung des yorgenannten Verfahrens. 
Weiterhin betrifft die Erfindung einen Bauteilverbund aus zwei nach dem 
vorstehenden Verfahren wechselseitig miteinander kontaktierten waferar- 
tigen Bauelement-Verbundanordnungen. 

25 Das Verfahren der vorgenannten Art kommt ganz allgemein dann zur 
Anwendung, wenn es darum geht, in einem Verbund zusammenhangend 
ausgebildete Substrate mit ebenfalls in einem Verbund angeordneten 
Bauelementen ohne vorhergehende Auflosung des jeweiligen Verbunds 
miteinander zu verbinden. 

30 Zur Herstellung elektronischer Baugruppen auf Chipebene ist es bekannt, 
Chips bzw. Chipmodule mit den tiber die Chips angesteuerten Funktions- 
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bauelementen 3 wie beispielsweise eine Laserdiode, sowohl den Chip als 
auch die Laserdiode auf Wafer-Ebene, also in einem zusammenh&ngen- 
den Wafer-Verbund herzustellen und anschlieBend vor Kontaktierung des 
Chips mit der Laserdiode sowohl den Chip als auch die Laserdiode aus 
5 dem jeweiligen Wafer- Verbund zu vereinzeln, Hieraus ergibt sich die 
Notwendigkeit, einen zur Kontaktierung des Chips mit der Laserdiode 
notwendigen Positionierungs- und Verbindungsvorgang entsprechend der 
Anzahl der Chips bzw. der Laserdioden separat und wiederholt durehzu- 
fiihren. 

10 Je nach Art und Ausfuhrung des fur die Kontaktierung mit dem Chip 
vorgesehenen Funktionsbauelements erweist es sich uberdies noch als 
erforderlich, ein Kontaktierungsverfahren sicherzustellen und entspre- 
chend zu iiberwachen, bei dem die Temperaturbelastung des Funktions- 
bauelements in vorgegebenen Grenzen bleibt. Diese Grenzen sind insbe- 

15 sbndere bei sehr temperaturanfalligen Funktionsbauelementen, wie 

beispielsweise Kunststoffmikrolinsen, sehr niedrig, so dass bei jedem 
einzelnen Kontaktierungsvorgang zwischen dem Chip und dem Funkti- 
onsbauelement fur eine Begrenzung der bei dem Kontaktierungsvorgang 
im Funktionsbauelement erreichten Temperatur, beispielsweise durch 

20 entsprechende KiihlmaBnahmen, zu sorgen ist. 

Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine Her- 
stellung entsprechender elektronischer Baugruppen auf Wafer-Ebene zu 
ermoglichen und daruber hinaus sicherzustellen* dass auch bei tempera- 
turempfindlichen Funktionsbauelementen eine zulassige Temperaturbe- 
25 lastung nicht iiberschritten wird. 

Zur Losung dieser Aufgabe weist das erfindungsgemaBe Verfahren die 
Merkmale des Anspruchs 1 sowie die erfindungsgemaBe Vorrichtung die 
Merkmale des Anspruchs 9 auf und der erfindungsgemaBe Bauteilver- 
bund die Merkmale des Anspruchs 17 auf. 



» 

3 
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Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren werden die beiden jeweils auf 
ihren einander gegeniiberliegenden Kontaktoberflachen mit Kontaktme- 
tallisierungen versehenen Wafer zur Ausbildung von Kontaktpaarungen 
mit ihren Kontaktmetallisierungen in eine Uberdeckungslage gebracht, in 

5 der die miteinander zu verbindenden Kontaktmetallisierungen gegenein- 
ander gedrtickt werden. Die Kontaktierung der Kontaktmetallisierungen 
erfolgt durch eine riickwartige Beaufschlagung des einen Wafers mit 
Laserstrahlung, wobei die Wellenlange.der Laserstrahlung in Abhangig- 
keit vom Absorptionsgrad des riickwartig beaufschlagten Wafers so 

10 gewahlt wird, dass eine Transmission der Laserstrahlung durch den 
riickwartig beaufschlagten Wafer im Wesentlichen unterbleibt. 

Hierdurch wird sichergestellt, dass eine Erwarmung des mit dem ersten 
Wafer zu kontaktierenden zweiten Wafers im Wesentlichen ttber die 
Kontaktpaare bildenden Kontaktmetallisierungen erfolgt, und eine 
15 unmittelbare Beaufschlagung des zweiten Wafers durch die Laserstrah- 
lung unterbleibt. 1 

Der durch die Kontaktierung der beiden Wafer geschaffene Waferver- 
bund kann nachfolgend durch Vereinzelung in vereinzelte elektronische 
Baugruppen bestehend aus einem Chip und einem damit kontaktierten 
20 Funktionsbauelement aufgelost werden. 

Wenn die riickwartig mit Laserstrahlung beaufschlagte Bauelement- 
Verbundanordnung so gew&hlt wird, dass eine Transmission der Laser- 
strahlung durch die riickwartig mit Laserstrahlung beaufschlagte Bau- 
element-Verbundanordnung erfolgt und eine Absorption der Laserstrah- 

25 lung im Wesentlichen lediglich in den Kontaktmetallisierungen der 
riickwartig mit Laserstrahlung beaufschlagten Bauelement-Verbund- 
anordnung erfolgt, ist es moglich, die fur die Kontaktierung, die grund- 
satzlich bei dem Verfahren durch Thermokompression oder auch Aushar- 
tung eines Klebers oder andere mogliche Verbindungsarten erfolgen 

30 kann, die zur Aktivierung einen Warmeeintrag benotigen, notwendige 
Erwarmung der Kontaktmetallisierungen durch eine im Wesentlichen 
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unmittelbare Erwarmung dex Kontaktmetallisierungen durchzufuhren. 
Insbesondere dann 5 wenn die Kontaktmetallisierungen der rtickwSrtig mit 
Laserstrahlung beaufschlagten Bauelement-Verbundanordnung aus einem 
Material gewahlt sind 5 das eine im Vergleich zum Substratmaterial der 
5 gegentiberliegend angeordneten Bauelement-Verbundanordnung hohere 
W&riiiekapazitat aufweist, kann erreicht werden, dass die fur die Kontak- 
tierung erforderliche Temperaturerhohung im Wesentlichen nur im 
Bereich der Kontaktmetallisierungen erfolgt, 

Ein gleichzeitiger Warmeeintrag in die Kontaktmetallisierungen der 
10 ruckwartig mit Laserstrahlung beaufschlagten Bauelement-Verbund- 
anordnung und die Kontaktmetallisierungen der gegentiberliegend ang,e- 
ordneten Bauelement-Verbundanordnung kann erfolgen, wenn die riick- 
wartig mit Laserstrahlung beaufschlagte Bauelement-Verbundanordnung 
so gewahlt wird ? dass eine Transmission der Laserstrahlung durch die 
15 ruckwartig mit Laserstrahlung beaufschlagte Bauelement-Verbund- 
anordnung erfolgt und eine Absorption der Laserstrahlung in den Kon- 
taktmetallisierungen der riickwartig mit Laserstrahlung beaufschlagten 
Bauelement-Verbundanordnung und in den im Vergleich zu den Kon- 
taktmetallisierungen der ruckwartig mit Laserstrahlung beaufschlagten 
20 Bauelement-Verbundanordnung flachenmaBig grofleren Kontaktmetalli- 
sierungen der gegentiberliegenden Bauelement-Verbundanordnung 
erfolgt. 

Bei einer besonders zu bevorzugenden Variante des Verfahrens erfolgt 
die Laserbeaufschlagung mittels einer Verbundanordnung von mehreren 
25 Diodenlasern, die einzeln oder in Gruppen zusammengefasst zur Emissi- 
on von Laserstrahlung aktiviert werden, derart, dass samtliche oder in 
Gruppen zusammengefasste Kontaktpaarungen zur Kontaktierung mit 
Laserstrahlung beaufschlagt werden. 

Zum einen erm5glicht die Verwendung von Laserdioden zur Laserbeauf- 
30 schlagung des Wafers eine besonders exakte Einstellbarkeit der von der 
laseraktiven Schicht des Diodenlasers emittierten Weilenlange, so dass 
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ein entsprechend hoher Absorptionsgrad im riickwartig beaufschlagten 
Wafer erreichbar ist. Zum anderen ermdglicht die definierte Aktivierung 
ausgewahlter Diodenlaser aus einer Verbundanordnung eine Laserbeauf- 
schlagung gerade in dem Umfang, wib er zur Kontaktierung benotigt 
5 wird. In entsprechender Weise wird der riickwartig beaufschlagte Wafer 
nur soweit erwarmt, wie es zur Kontaktierung unbedingt notwendig ist. 
Damit reduziert sich auch ein m6glicher Warmestrahlungsiibergang von 
dem durch Absorption aufgeheizten ersten Wafer auf den gegenuberlie- 
gend zur Kontaktierung vorgesehenen zweiten Wafer. 

10 Wenn die Diodenlaser-Verbundanordnung als Diodenlaser-Linear- 

anordnung ausgebildet ist, die mit Abstand unterhalb des riickwartig mit 
Laserstrahlung beaufschlagten Wafers angeordnet ist, derart, dass die 
Diodenlaser-Linearanordnung zumindest einachsig und parallel zur 
Erstreckungsebene des Wafers verfahren wird, ist das erfindungsgemaBe 

15 Verfahren mittels einer relativ geringen Anzahl von Diodenlasern durch- 
fiihrbar. 

Alternativ ist es moglich, die Diodenlaser- Verbundanordnung als Dio- 
denlaser-Matrixanordnung auszubilden, wobei die Diodenlaser entspre? 
chend der GrSBe des riickwartig mit Laserstrahlung zu beaufschlagenden 
20 Wafers in ihrer Gesamtheit oder nur im Umfang einer Teilmatrix akti- 
viert werden. Diese Verfahrensvariante ermdglicht die gleichzeitige 
Kontaktierung aller Kontaktpaarungen, so dass die Kontaktierung auf 
Wafer-Ebene unter minimaler Temperaturbelastung ftir den weiteren 
Wafer innerhalb kiirzester Zeit durchfuhrbar ist. 

25 Wenn in einem durch den Abstand zwischen dem riickwartig beauf- 
schlagten Wafer und der Diodenlaser-Verbundanordnung gebildeten 
Zwischenraum mittels einer von der Laserstrahlung durchdrungenen 
Transmissionseinrichtung eine Referenztemperatur gemessen wird, ist es 
moglich, fortlaufend wahrend der Laserbeaufschlagung die Temperatur 

30 im riickwartig beaufschlagten Wafer zu uberwachen, urn beispielsweise 
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bei Erreichen eines Temperaturschwellwertes die Diodenlaser-Verbund- 
anordnung zumindest kurzzeitig auszuschalten. 

Die Vermeidung. einer unnotigen Temperaturbelastung des mit dem 
, riickwartig beaufschlagten Wafer zu kontaktierenden Wafers wird auch 
5 untersttitzt durch den Einsatz einer zweiachsig und parallel zur Erstre- 
ckungsebene des Wafers wirkenden Positionierungseinrichtung zur 
Ausrichtung der Kontaktmetallisierungen in einer tTberdeckungslage und 
Ausbildung der Kontaktpaare, da bei exakter Relativpositionierung der 
Kontaktpaare ein geringstmSglicher W&rmeeintrag in den gegenttberlie- 
. 10 genden Wafer zur Herstellung der Kontaktierung notwendig ist. 

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung ist mit einem Aufnahmerahmen zur 
abstutzenden Aufnahme eines ersten Wafers auf einer im Aufnahmerah- 
men angeordneten transparenten Platte und einer durch die transparente 
Platte vom Wafer getrennt innerhalb des Aufnahmerahmens angeordneten 

15 Diodenlaser-Verbundanordnung versehen. Weiterhin weist die erfin- 
dungsgemaBe Vorrichtung einen Gegenhalter zur Aufnahme eines zwei- 
ten Wafers auf, derart, dass die mit Kontaktmetallisierungen versehenen 
Kontaktflachen der Wafer einander gegenuberliegend angeordnet sind ? 
sowie eine Positioniereinrichtung zur Relativpositionierung der Wafer, 

20 derart, dass miteinander zu verbindende Kontaktmetallisierungen Kon- 
taktpaarungen bilden. Darttber hinaus ist die erfindungsgemaBe Vorrich- 
tung mit einer Andruckeinrichtung zur Erzeugung eines Kontaktdrucks 
zwischen den Kontaktmetallisierungen der Kontaktpaarungen versehen. 

In einer ersten Ausfahrungsform der Vorrichtung ist die Diodenlaser- 
25 Verbundanordnung als eine Diodenlaser-Linearanordnung ausgeftihrt mit 
einer Mehrzahl von in einer Reihe angeordneten Diodenlasern, die auf 
einem quer zur Ausrichtung der Reihe und parallel zur Erstreckungsebe- 
ne des Wafers verfahrbaren Diodenlasertrager angeordnet sind. 

Daruber hinaus erweist es sich als vorteilhaft, wenn die Diodenlaser der 
30 Diodenlaser-Linearanordnung einzeln oder gruppenweise aktivierbar 
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sind^ derart, dass zur Beaufschlagung einer kreisflachenformigen Wafer- 
Kontaktoberflache mit der parallel zur Erstreckungseben'e des Wafers 
verfahrbaren Diodenlaser-Linearanordnung lediglich die Diodenlaser der 
Diodenlaser-Linearanordnung aktivierbar sind ? die in Abhangigkeit vom 
5 Verfahrweg zur Uberdeckung der zugeordneten Quererstreckung der 
Wafer-Kontaktoberflache benotigt werden. 

. Bei einer alternativen Ausfuhrungsform der Vorrichtung ist die Dioden- 
laser-Verbundanordnung als eine Diodenlaser-Matrix Anordnung mit 
einer Mehrzahl von jeweils in Reihen und Spalten angeordneten Dioden- 
10 lasern ausgebildet. , ? 

Bei der Diodenlaser-Matrixanordnung erweist es sich als vorteilhaft, 
wenn die Diodenlaser einzeln oder gruppenweise aktivierbar sind, derart, 
dass bei einer koaxialen Ausrichtung der Flachenmittelpunkte der Wafer- 
Kontaktoberflache und der Matrixflache die Diodenlaser entsprechend 
15 der GroBe der Wafer-Kontaktoberflache in ihrer Gesamtheit oder nur im 
Umfang einer zur Uberdeckung der Wafer-Kontaktoberflache benotigten 
Teilmatrix aktivierbar sind. 

Zur Uberwachung des Kontaktierungsyerfahrens erweist es sich als 
yorteilhaft, wenn in einem durch einen Abstand zwischen der transparen- 
20 ten Platte und der Diodenlaser-Verbundanordnung gebildeten Zwischen- 
raum eine Transmissionseinrichtung angeordnet ist, die zur Messung 
einer Referenztemperatur dient. 

Weiterhin erweist es sich zur Minimierung des zur Kontaktierung beno- 
tigtQ Warmeeintrags als vorteilhaft, wenn zur Ausrichtung der Kontakt- 
25 metallisierungen in einer Uberdeckungslage zur Ausbildung der Kontakt- 
paarungen der dem riickwartig mit Laserstrahlung beaufschlagten Wafer 
gegentiberliegende Wafer in einer zumindest zweiachsig verfahrbaren 
Positioniereinrichtung angeordnet ist. 
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Wenn die Positioniereinrichtung dreiachsig ausgebildet ist, derart., dass 
neben einer zweiachsigen Positionierung des Wafers in der Erstre- 
ckungsebene des Wafers die Positioniereinrichtung zur Ausfuhrung einer 
Zustellbewegung quer zur Erstreckungsebene dient, kann die Positionier- 
5 einrichtung auch zur Erzeugung des zur Herstellung der Kontaktierung 
benotigten Kontaktdrucks verwendet werden. 

Ein erfindungsgemafl nach dem vorstehenden Verfahren unter Verwen- 
dung der vorstehenden Vorrichtung hergestellter Bauteilverbund aus 
zwei wechselseitig miteinander kontaktierten waferartigen Bauelement- 

10 Verbundanordnungen weist eine erste transparente Bauelement-Verbund- 
anordnung aus einer Vielzahl zusammenhangend ausgebildeter transpa- 
renter Deckeleinheiten und eine zweite Bauelement-Verbundanordnung 
aus einer Vielzahl zusammenhangend ausgebildeter Sensoreinheiten mit 
jeweils mindestens einem Sensor auf, der jeweils auf einer der im Ver- 

15 bund zusammenhangend ausgebildeten Substrateinheiten kontaktiert ist, 
welche mit Durchkontaktierungen fur einen riickwartigen Kontaktzugriff 
auf die Sensoreinheit versehen sind. Der vorstehende Aufbau des Bau- ' 
teilverbunds ermoglicht die Herstellung eines insgesamt abgeschlossenen 
Sensorchips ohne eine unzulassig hohe Temperaturbelastung des Sensors 

20 wahrend des Herstellungsvofgangs, 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform des Bauteilverbunds weisen die 
einander gegenuberliegenden Kontaktmetallisierungen der miteinander 
zu kontaktierenden Deckeleinheiten und Sensoreinheiten ein Lotihaterial 
auf. Hierdurch ist eine Durchfuhrung der Kontaktierung in einem Ther- 
25 mokompressionsverfahren moglich. 

Bei einem alternativ ausgeftihrten Bauteilverbund ist von der den De- 
ckeleinheiten zugeordneten Gruppe von Kontaktmetallisierungen und der 
den Sensoreinheiten zugeordneten Gruppe von Kontaktmetallisierungen 
zumindest eine Gruppe mit einem leitenden Kleber als Kontaktmaterial 
30 versehen. Bei diesem Bauteilverbund ist es moglich, die Kontaktierung 



Datum 23.12.03 12:03 FAXG3 Nr: 735453 von NVS:FAXG3.l0.0201/0 (Seite 9 von 30) 



23-12-03; 13:03 ; advotec. 



'dpa 



;+49 93 1 T969S 11 # 10/ 30 





durch eine Aushartung des Klebermaterials infolge Erwarmung durchzu- 
fuhren. 

Unabh&ngig von der Wahl des jeweils fur die Kontaktierung vorgesehe- 
nen Kontaktmaterials erweist es sich als vorteilhaft, wenn zumindest 

5 eine Gruppe der Kontaktmetallisierungen als Unterschicht fur das Kon- 
taktmaterial, also beispielsweise das Lotmaterial oder das Klebermateri- 
aL eine Absorptionsschicht aus einem stark absorbierenden Material, wie 
beispielsweise Chrom, aufweist. Hierdurch wird erreicht, dass es im 
Bereich der Kontaktmetallisierungen unabhangig vom Transmissionsgrad 

10 der ftir die Deckeleinheiten bzw. die Sensoreinheiten verwendeten 

Substratmaterialien zu einer erhohten Erwarmung im Bereich der Kon- 
taktmetallisierungen kommt. 

Zur Verbesserung der Haftung zwischen der Absorptionsschicht und dem 
darauf aufgebrachten Kontaktmaterial kann eine Haftvermittlerschicht 
15 aus einem auf die jeweilige Kombination des fur die Absorptionsschicht 
verwendeten Materials und die Kontaktmaterials abgestimmten Adhasi- 
onsmaterial gewahlt werden. 

Wenn die Absorptionsschicht der den Sensoreinheiten zugeordneten 
Gruppe von Kontaktmetallisierungen eine im Vergleich zur Absorptions- 
20 schicht der den Deckeleinheiten zugeordneten Gruppe von Kontaktmetal- 
lisierungen vergroBerte Oberflache aufweist, kann ein gezielter Warme- 
eintrag nicht nur in die Kontaktmetallisierungen der Deckeleinheiten, 
sondern auch in die Kontaktmetallisierungen der Sensoreinheiten erfol- 
gen. 

25 Fur einen hermetisch abgedichteten Aufbau der im zusammenhangenden 
Verbund erzeugten Sensorchipeinheit erweist es sich als vorteilhaft, 
wenn jeweils eine einen Sensor ringformig umschlieBende Kontaktmetal- 
lisierung der Deckeleinheiten mit jeweils einer zugeordneten, den Sensor 
ringformig umschlieBenden Kontaktmetallisierung der Substrateinheiten 

30 zur Ausbildung eines Dichtrings kontaktiert ist. 
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Nachfolgend werden Varianten des erfindungsgemaBen Verfahrens sowie 
dabei zum Einsatz kommende Vorrichtungsalternativen anhand der 
Zeichnung beispielhaft erlautert. » 

Es zeigen: 

5 Fig. 1 eine Vorrichtung zur wechselseitigen Kontaktierung 

von zwei Wafern in Seitenansicht mit einer unter- 
halb einer transparenten Platte zur Absttitzung und 
Aufnahme der Wafer angeordneten Diodenlaser- 
Verbundanordnung; ' 

10 Fig. 2 eine erste AusfUhrungsform der in Fig. 1 dargestell- 

ten Vorrichtung mit einer Diodenlaser-Linear- 
anordnung in Draufsicht und in einer Anfangsstel- 
lung eines Verfahrweges; 

Fig, 3 die in Fig. 2 dargestellte Diodenlaser-Linear- 

15 anordnung in einer Mittelstellung des Verfahrweges 

relativ zum beaufschlagten Wafer; 

Fig. 4 eine Ausfiihrungsform der Diodenlaser-Verbund- 

anordnung- als Diodenlaser-Matrixanordnung in 
Draufsicht; 

20 Fig. 5 eine alternative Variante des Verfahrens am Beispiel 

einer mittels der Verfahrensvariante hergestellten 
Struktur. 

Fig. 1 zeigt eine Wafer-Kontaktierungsvorrichtung 10 mit einem Auf- 
nahmerahmen 11 zur absttttzenden Aufnahme eines ersten 3 hier als 
25 Halbleiter- Wafer 12 ausgeftihrten Wafers und mit einem Gegenhalter 13 
mit einem davon gehaltenen zweiten Wafer, der im vorliegenden Fall als 
ein Funktionsbauelement-Wafer 14 mit einer Vielzahl darin im Verbund 
angeordneter Kunststofflinsenteile ausgebildet ist. 
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Der Aufnahmerahmen 11 besteht aus einem Rahmenzylinder 15, der an 
seinem oberen Ende einen ringformigen Absatz 16 aufweist, der zur 
Aufnahme einer hier als Glasplatte 17 ausgeftthrten transparenten Platte 
dient. An. seinem der Glasplatte 1? gegemiberliegenden Stirnende ist der 
5 Aufnahmerahmen 11 mit einer Diodenlaserverbundanordnung 18 verse- 
hen. Oberhalb der Diodenlaserverbundanordnung 18 befindet sich eine 
Transmissionseinrichtung 19, die von der Diodenlaserverbundanordnung 
18 emittierte Laserstrahlung 20 im Wesentlichen absorptionsfrei 
hindurchtreten lasst und mit zumindest einer hier nicht n£her 

10 dargestellten Temperatursensoreinrichtung zur Messung einer 

Refer enztemperatur yersehen ist. Daruber hinaus ist im Rahmenzylinder 
15 umfangsseitig ein Druckanschluss 21 vorgesehen, der eine 
Beaufschlagung eines zwischen der Glasplatte 17 und der 
Diodenlaserverbundanordnung 18 bzw. der Transmissionseinrichtung 19 

15 gebildeten Rahmeninnenraums 40 mit Druckluft ermGglicht. 

Der im vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel ebenfalls einen Rahmenzylin- 
der 51 aufweisende Gegenhalter 13 weist aufgenommen durch den 
Rahmenzylinder 51 ein druckfestes Gehause 22 auf ? das mit einem 
Vakuumanschluss 23 versehen ist. Eine als Gegenhalteflache 24 dienende 

20 Wandung des Gehauses 22 ist als eine porose Platte ausgeftihrt. Der 

Funktionsbauelement-Wafer 14 wird bei Anlegen eines Vakuums an den 
Vakuumanschluss 23 gegen die Gegenhalteflache 24 in der in Fig. 1 
dargestellten Weise gehalten. Bei dem vorliegenden Ausftihrungsbeispiel 
ist die porose Platte mit einer elastischen, porosen Zwischenlage 54 

25 versehen, um lokale Abweichungen in dem zwischen den Kontaktmetalli- 
sierungen wahrend der Kontaktierung wirksamen Kontaktdruck ausglei- 
chen zu konnen, * 

Wie Fig. 1 zeigt, wird ein zwischen dem Aufnahmerahmen 1 1 und dem • 
Gegenhalter 13 gebildeter Prozessraum 25 umfangsseitig durch eine 
30 elastische Abdichtung 26 gegentiber der Umgebung abgedichtet. Der 
Prozessraum 25 ist iiber Gasanschltisse 27, 28 mit der Umgebung ver- 
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bunden. Die Gasanschliisse 27, 28 ermoglichen das Anlegen eines Vaku- 
ums oder beispielsweise auch die Beaufschlagung des Prozessraums 25 
mit einem Schutzgas. Eiue Vakuumentgasun'g kann sich beispielsweise 
beim Einsatz von Klebermaterial als Verbindungsrnaterial als vorteilhaft 
5 erweisen. 

Der Aufnahmerahmen, 11 ist zusammen mit dem Gegenhalter 13 in einem 
* umlaufend geschlossenen Maschinenrahmen 29 gehalten. Zur Erzeugung 
eines zur Kontaktierung von hier nicht naher dargestellten Kontaktmetal- 
lisierungen des Halbleiter- Wafers 12 mit Kontaktmetallisierungen des 

10 Funktionsbauelement-Wafers 14 notwendigen Kontaktdrucks zwischen 
den durch jeweils einander gegenuberliegend angeordnete Kontaktmetal- 
lisierungen gebildeten Kontaktpaarungen ist zwischen dem Gehause 22 
und einem Rahmenoberzug 30 desJVIaschinenrahmens 29 eine Positio- 
niereinrichtung 31 vorgesehen, die einen mit dem Gehause 22 verbunde- 

15 nen Gehauseteil 32 und einen mit dem Rahmenoberzug 30 verbundenen 
Gehauseteil 33 aufweist. Neben der zweiachsigen Relativpositionierung 
des, Gehauseteils 32 gegenttber dem Gehauseteil 33 um eine senkrecht 
zur ebenen Erstreckung der Wafer 12 s 14 verlaufende Z-Achse und eine - 
parallel zur ebenen Erstreckung der Wafer 12, 14 verlaufende X-Achse 

20 35 ermoglicht die Positioniereinrichtung 31 eine Relativbewegung des 
Gehauseteils 32 zum Gehauseteil 33 in Richtung der Z-Achse und somit 
eine Zustellbewegung des Funktionsbauelement-Wafers 14 in Richtung 
auf den Halbleiter- Wafer 12 zur Erzeugung des fur die Kontaktierung 
erforderlichen Kontakt- oder Anpressdrucks. 

25 Zur Kontrolle der Hohe des Anpressdrucks sind tiber den stirnseitigen 
Umfang des Aufnahmerahmens 1 1 verteilt zwischen dem Aufnahmerah- 
men 11 und einem Rahmenunterzug 36 des Maschinenrahmens 29 Kraft- 
messzellen 37 angeordnet. 

Zur Herstellung der Kontaktierung zwischen den Wafern 12 und 14 wird 
30 der Halbleiter- Wafer 12 auf die Glasplatte 17 des Aufnahmerahmens 11 
aufgelegt. Die Anlage des Funktionsbauelement-Wafers 14 gegen die 
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Gegenhalteflache 24 des Gehauses 22 vom Gegenhalter 13 erfolgt durch 
Anlegen eines Vakuums an das Gehauselumen und dem damit verbunde- 
nen Ansaugen des Funktionsbauelement- Wafers 14 gegen die als porose 
Platte ausgebildete Gegenhalteflache 24. Nachfolgend erfolgt die exakte 
5 Relativpositionierung der Kontaktmetallisierungen auf einer Kontakt- 
oberflache 3 8 des Funktionsbauelement- Wafers 14 zu Kontaktmetallisie- 
rungen auf einer Kontaktoberflache 39 des Halbleiter- Wafers 12 durch 
Ausbildung von Kontaktpaarungen der jeweils einander zugeordneten 
Kontaktmetallisierungen, Die hierzu erforderliche Ausrichtung erfolgt 
10 mittels der Positioniereinrichtung 31 und entsprechender Betatigung von 
Achsensteuerungen um die Z-Achse und in Richtung der X-Achse. 

Die Oberwachung der Positionierung kann beispielsweise iiber ein hier 
nicht naher dargestelltes optisches Cberwachungssystem erfolgen, das in 
der Lage ist ? eine tlberdeckung von zumindest zwei voneinander entfern- 
15 ten Kontaktpaarungen zwischen Kontaktmetallisierungen des Halbleiter- 
Wafers 12 und Kontaktmetallisierungen des Funktionsbauelement- Wafers 
.14 zu erkennen. 

Nach Einstellung der exakten Relativpositionierung wird eine Zustellung 
des Gegenhalters 13 in Richtung auf den Aufnahmerahmen 1 1 durch eine 

20 Achsensteuerung der Positioniereinrichtung 31 in Richtung der Z-Achse 
ausgefiihrt., bis iiber die Kraftmesszellen 37 das Erreichen des Schwell- 
wertes ftir den korrekten Anpressdruck erkannt und der entsprechende 
Achsenantrieb abgeschaltet wird. Zum Ausgleich einer etwaigen Durch- 
biegung der Glasplatte 17 infolge des Anpressdrucks kann der Innenraum 

25 4 0 des Aufnahmerahmens 11 iiber den Druckanschluss 41 mit einem 

Fluiddruck, also einem Gasdruck oder einem Fliissigkeitsdruck, beauf- 
schlagt werden. Wenn somit sichergestellt ist, dass samtliche Kontakt- 
paarungen mit dem zur Kontaktierung erforderlichen Anpressdruck 
gegeneinander liegen, erfolgt eine Betatigung der Diodenlaserverbund- 

30 anordnung 18, die je nach Ausfiihrung der Diodenlaserverbundanordnung 
18 auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen kann. 
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In den Fig- 2 und 3 ist eine Draufsicht auf den Aufnahmerahmen 11 
entsprechend dem Schnittlinienverlauf II-II in Fig. 1 dargestellt. Zu 
erkennen ist der lediglich hinsichtlich seiner Umrisskorituren dargestellte 
Halbleiter-Wafer 12, der auf der Glasplatte 17 des Aufnahmerahmens 11 
5 angeordnet ist und ruckwartig mittels einer Diodenlaser-Linearanordnung 

42 mit Laserstrahlung 20 beaufschlagt wird. Im vorliegenden Fall um- 
fasst die Diodenlaser-Linearanordnung 42 sieben auf einem Diodenlaser- 
trager 52 angeordnete Laserdioden 43 , die entsprechend ihrer typischen 
geschichteten Ausbildung mit einer laseraktiven Schicht jeweils einen 

10 naherungsweise im Querschnitt rechteckformigen Strahlengang 44 
emittieren, der zu einer Strahlquerschnittsflache 45 aufgeweitet, die 
regelmaBig bis zu mehreren Quadratzentimetern groB ist, ruckwartig auf 
den Halbleiter-Wafer 12 auftrifft und je nach Anschlussflachendichte des 
Halbleiter-Wafers 12 eirie'groBere Anzahl von Anschlussflachen gleich- 

15 zeitig mit Laserstrahlung beaufschlagt. 

Die Diodenlaser-Linearanordnung 42 ist mit einer hier nicht naher 
erlauterten Ansteuerung versehen, die es ermoglicht, die Diodenlaser 43' 
der Diodenlaser-Linearanordnung 42 einzeln oder gruppenweise zusam- 
mengefasst zu aktivieren. Zur rtickwartigen Beaufschlagung der gesam- 
ten Kontaktoberflache des Halbleiter-Wafers 12 wird die Diodenlaser- 
Linearanordnung 42 ausgehend von der in Fig. 2 dargestellten Anfangs- 
position tiber den gesamten Durchmesser des .Halbleiter-Wafers 12 
verfahren. Dabei werden jeweils nur diejenigen und so viele Diodenlaser 

43 in Abhangigkeit vom Verfahrweg 46 aktiviert, um quer zum Verfahr- 
weg 46 den jeweiligen Durchmesser des Halbleiter-Wafers 12 iiberde- 
cken zu konnen. So zeigt im hier dargestellten Ausfuhrungsbeispiel die 
Fig. 2 die in der Anfangsposition befindliche Diodenlaser-Linear- 
anordnung 42 mit lediglich drei aktivierten.Diodenlasern 43 und die Fig. 
3, in der eine mittlere Position der Diodenlaser-Linearanordnung 42 
langs des Verfahrweges 46 dargestellt ist, eine Aktivierung samtlicher 
Diodenlaser 43 der Diodenlaser-Linearanordnung 42. 
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Fig. 4 zeigt eine Diodenlaser-Matrixanordnung 47 mit zehn Diodenlaser- 
Spalten 48 und sieben DiodeniaserrReihen 49. Zur Anpassung an die 
grundsatzlich kreisflachenformige Ausbildung des Halbleiter-Wafers 12 
und wegen der rechteckformigen Ausbildung der Strahlquer.schnittsflache 
5 • 45 ist die Matrix der Diodenlaser-Matrixanordnung 47 unregelmaBig 

ausgebildet, urn die gesamte Kontaktoberflache 39 des Halbleiter-Wafers^ 
12 mit Laserstrahlung beaufschlagen zu konnen. 

Wie in Fig, 4 durch die kreuzschraffierte Darstellung eines Teils der 
Strahlquersehnittsflachen 45 der Diodenlaser 43 verdeutlicht, ist es zur 
10 Laserbeaufschlagung eines gegenttber dem Halbleiter- Wafer 12 im 

Durchmesser reduzierten Halbleiter-Wafers 50 ausreichend, nur einen 
Teil der Diodenlaser 43 entsprechend einer Teilmatrix 53 zu aktivieren. 

Fig. 5 zeigt in einem Ausschnitt den Bereich einer in einem Bauteilver- 
bund aus einer Deckeleinheiten-Verbundanordnung 55 und einer Sensor - 
15 einheiten-Verbundanordnung 56 hergestellten Sensorchipeinheit 57 einer 
Sensorchip-Bauteilverbundanordnung 58. 

r 

Die Sensorchip-Bauteilverbundanordnung 58 ist mittels der in Fig. 1 
dargestellten Wafer-Kontaktierungsvorrichtung 10 herstellbar. 

Zur Herstellung erfolgt die riickwartige Beaufschlagung von Deckelein- 
20 heiten 59, die in der waferartig ausgebildeten Deckeleinheiten- 

Verbundanordnung 55 zusammenhangend ausgebildet sind. Die Deckel- 
einheiten 59 weisen im vorliegenden Fall ein transparentes Substratmate- 
rial, wie beispielsweise Glasfritte, auf 5 das optisch durchlassig ist, und 
weisen auf ihrer Kontaktoberflache 60 Kontaktmetallisierungen 61 auf 5 
25 die im vorliegenden Fall mit einem Lotmaterial als Konzaktmateriai 62 , 
beispielsweise einer Goid-Zinn-Legierung, versehen sind. Zur Erhohung 
der Warmeabsorption in die Kontaktmetallisierungen 61 weisen die 
Kontaktmetallisierungen 61 eine als Unterschicht ausgebildete, der 
Laserstrahlung 20 zugewandte Absorptionsschicht 63 auf, die beispiels- 
30 weise im Wesentlichen Chrom enthalten kamu 
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Die Sensoreinheiten-Verbundanordnung 56 ist aus einer Vielzahl iin 
zusammenhangenden Verbund ausgebildeten, jeweils einer Deckeleinheit 
59 zugeordneten Sensoreinheiten 64 zusammengesetzt. Die Sensoreinhei- 
ten 64 weisen im vorliegenden Fall ein Silicium-Substrat 65 auf, das auf 

5 seiner der Deckeleinheit 59 zugewandten inneren Kontaktoberflache 65 
mit Kontaktmetallisierungen 67 versehen ist. Die Kontaktmetallisierun- 
gen ,67 sind im vorliegenden Fall ubereinstimmend mit den zugeordneten 
Kontaktmetallisierungen 61 der Deckeleinheit 59 mit einem Lotmaterial 
als Kontaktmaterial 68 versehen. Darttber hinaus weisen die Kontaktme- 

10 tallisierungen 67 im vorliegenden Fall als Unterschicht zum Kontaktma- 
terial 68 angeordnete Absorptionsschichten 69 auf, die peripher aber das 
Kontaktmaterial 68 hinausragen, derart, dass ein Teil der durch das 
optisch durchlassige Substratmaterial der Deckeleinheit 59 hindurch 
gelangten LaserstraMung 20 in einem peripheren Uberstand 70 der 

15 Absorptionsschichten 69 absorbiert wird. Durch die vorstehend erlauterte 
Anordnung und Ausgestaltung der Absorptionsschichten 63 und 69 wird 
somit ein gleichzeitiger Warmeeintrag durch Absorption sowohl in die 
Kontaktmetallisierungen 61 der Deckeleinheit 59 als auch in die Kon- 
taktmetallisierungen 67 der Sensoreinheiten 64 ermoglicht. 

20 Wie ferner aus Fig. 5 zu ersehen ist, sind die inneren, benachbart einem 
" Sensor 71 der Sensoreinheit 64 angeordneten Kontaktmetallisierungen 67 
mit Durchkontaktierungen 72 durch das Substrat 65 versehen, die eine 
AuBenkontaktierung iiber auBere Kontaktmetallisierungen 73 auf einer 
auBeren Kontaktoberflache 74 der Sensoreinheiten 64 ermoglichen. Die 

25 dem Sensor 71 benachbarten Kontaktmetallisierungen 67 sind auf hier 
nicht n&her dargestellte Art und Weise mit dem Sensor 71 elektrisch 
kontaktiert, so dass mittels der Durchkontaktierungen 72 eine auBere 
Direktkontaktierung des Sensors 71 iiber die auBeren Kontaktmetallisie- 
rungen 73 ermoglicht ist. 

30 Die in Fig. 5 auBen liegenden Kontaktmetallisierungen 61 und 67 sind 
jeweils ringformig ausgebildet, so dass nach Kontaktierung ein abge- 
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schlossener Sensoraufnahmeraum 75 gebildet wird, in dem innere Kon- 
taktmetallisierungspaarungen 76 fur die elektrische Kontaktierung des 
Sensors 71 und der Sensor 71 hermetisch. abgeschlossen angeordnet sind. 

Im Unterschied zu dem vorstehend beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel 
5 kann das Substratmaterial der Deckeleinheiten 59 auch absorbierend 
ausgefuhrt sein 5 da der temperaturempfindliche Sensor 71 auf den nicht 
unmittelbar mit Laserstrahlung 20 beaufschlagten Sensoreinheiten 64 
angeordnet ist. 
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10 Patentansprttche 



1. Verfahren zur wechselseitigen Kontaktierung von zwei waferartigen 
Bauelement-Verbundanordnungen (12, 14) aus einer Vielzahl zusam- 
menhangend ausgebildeter gleichartiger Bauelemente, insbesondere 

15 eines Halbleiter- Wafers mit einem Funktionsbauelement-Wafer, zur 

Herstellung von elektronischen Baugruppen auf Wafer-Ebene, bei 
dem die beiden jeweils auf ihren einander gegentiberliegenden Kon- 
taktoberflachen (3 8, 39) mit Kontaktmetallisierungen versehenen 
Bauelement-Verbundanordnungen zur Ausbildung von Kontaktpaa- 

20 rungen mit ihren Kontaktmetallisierungen in eine Uberdeckungslage 

gebracht werden, in der die miteinander zu verbindenden Kontaktme- 
tallisierungen gegeneinander gedriickt werden, und die Kontaktierung 
der Kontaktmetallisierungen durch rtickwartige Beaufschlagung der 
einen Bauelement-Verbundanordnung (12) mit Laserstrahlung (20) 

25 erfolgt, wobei die Wellenlange der Laserstrahlung in Abhangigkeit 

yom Absorptionsgrad der riickwartig beaufschlagten Bauelement- 
Verbundanordnung so gewMhlt wird, dass eine Transmission der La- 
serstrahlung durch die riickwartig beaufschlagte Bauelement- 
Verbundanordnung im Wesentlichen unterbleibt oder eine Absorption 

30 der Laserstrahlung' im Wesentlichen in den Kontaktmetallisierungen 

der einen oder beider Bauelement-Verbundanordnungen erfolgt. 



i 
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2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass das Substratmaterial der rlickwartig mit Laserstrahlung beauf- 
schlagten Bauelement-Verbundanordnung (55) so gewahlt wird, dass 
5 eine Transmission der Laserstrahlung (20) durch die ruckwartig mit 

Laserstrahlung beaufschlagte Bauelement-Verbundanordnung erfolgt 
und eine Absorption der Laserstrahlung in den Kontaktmetallisierun- 
gen (61) der ruckwartig mit Laserstrahlung beaufschlagten Bauele- 
ment-Verbundanordnung erfolgt. 

10 3. Verfahren nach Anspruch 1, 

.dadurch gekennzeichnet, 

dass das Substratmaterial der rtickwartig mit Laserstrahlung beauf- 
schlagten Bauelement-Verbundanordnung' (55) so gewahlt wird, dass 
eine Transmission der Laserstrahlung (20) durch die riickwartig mit 

15 Laserstrahlung beaufschlagte Bauelement-Verbundanordnung erfolgt 

und eine Absorption der Laserstrahlung in den Kontaktmetallisierun- 
gen (61) der ruckwartig mit Laserstrahlung beaufschlagten Bauele- 
ment-Verbundanordnung und in den im Vergleich zu den Kontaktme- 
tallisierungen (61) der ruckwartig mit Laserstrahlung beaufschlagten 

20 Bauelement-Verbundanordnung (55) flachenmaBigen grofieren Kon- 

taktmetallisierungen (67) der gegenttberliegenden Bauelement- 
Verbundanordnung (56) erfolgt. 

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

25 dass die Laserbeaufschlagung mitteis einer Verbundanordnung (18, 

42, 47) von mehreren Diodenlasem (43) erfolgt, die einzeln oder in 
Gruppen zusammengefasst zur Emission von Laserstrahlung (20) ak- 
tiviert werden, derart, dass samtliche oder in Gruppen zusammenge- 
fasste Kontaktpaarungen zur Kontaktierung mit Laserstrahlung be- 

30 aufschlagt werden. 
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Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Diodenlaser-Verbundanordnung als Diodenlaser-Linear- 
anordnung (42) ausgebildet ist, die mit Abstand unterhalb der ruck- 
wartig mit Laserstrahlung (20) beaufschlagten Bauelement-Verbund- 
anordnung (12) angeordnet ist, und dass die Diodenlaser-Linear- 
anordnung zumindest einachsig und parallel zur Erstreckungsebene 
der Bauelement-Verbundanordnung verfahren wird. 




6. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 

10 dadurch gekennzeich.net, 

dass die Diodenlaser-Verbundanordnung als Diodenlaser-Matrix- 
anordnung (47) ausgebildet ist, wobei die Diodenlaser (43) entspre- 
chend der GrdBe der riickwartig mit Laserstrahlung (20) beaufschlag- 
ten Bauelement-Verbundanordnung (12) in ihrer Gesamtheit oder nur 

15 im Umfang einer Teilmatrix aktiviert werden. 



20 



Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass in einem durch den Abstand ausgebildeten Zwischenraum (40) 
vermittels einer von der Laserstrahlung (20) durchdrungenen Trans- 
missionseinrichtung (19) eine Referenztemperatur gemessen wird. 




25 



8, Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zur Ausrichtung der Kontaktmetallisierungen in einer Cfberde- 
ckungslage zur Ausbildung der Kontaktpaarungen die der riickwartig 
mit Laserstrahlung (20) beaufschlagten Bauelement-Verbundanord- 
nung (12) gegenuberliegende Bauelement-Verbundanordnung (14) 
mittels einer zweiachsig und parallel zur Erstreckungsebene wirken- 
den Positioniereinrichtung (31) positioniert wird. 
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9. Vorrichtung zur wechselseitigen Kontaktierung von zwei waferarti- 
gen Bauelement-Verbundanordnungen (12, 14) aus einer Vielzahl zu- 
sammenMngend ausgebildeter gleichartiger Bauelemente, insbeson- 
dere eines Halbleiter-Wafers mit einem Funktionsbauelement- Wafer, 

5 zur Herstellung von elektronischen Baugruppen nach einem Verfah- 

ren gemEB einem der Anspruche 1 bis 8, mit einem Aufnahmerahmen 
(11) zur absttitzenden Aufnahme der ersten Bauelement-Verbund- 
anordnung (12) auf einer im Aufnahmerahmen angeordneten transpa- 
renten Platte (17), einer durch die transparente Platte von der Bau- 

10 element-Verbundanordnung (12) getrennt innerhalb des Aufnahme- 

rahmens angeordneten Diodenlaser-Verbundanordnung (18, 42, 47) , 
mit einem Gegenhalter (13) zur Aufnahme der zweiten Bauelement- 
Verbundanordnung (14), derart, dass mit Kontaktmetallisierungen 
versehene Kontaktoberflachen (38, 39) der Bauelement-Verbund- 

15 anordnungen einander gegenuberliegend angeordnet sind, mit einer 

Positioniereinrichtung (31) zur Relativpositionierung der Bauele- 
ment-Verbundanordnungen, derart, dass die miteinander zu verbin- 
denden Kontaktmetallisierungen Kontaktpaarungen bilden, und mit 
einer Andruckeinrichtung (31) zur Erzeugung eines Kontaktdrucks 

20 zwischen den Kontaktmetallisierungen der Kontaktpaarungen. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet,^ 

dass die Diodenlaser-Verbundanordnung als eine Diodenlaser- 
Linearanordmmg (42) mit einer Mehrzahl von in einer Reihe ange- 
25 ordneten Diodenlasern (43) ausgebildet ist, die auf einem quer zur 

r 

Ausrichtung der Reihe und parallel zur Erstreckungsebene der Bau- 
element-Verbundanordnung (12) verfahrbaren Diodenlasertrager an- 
geordnet sind. 
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11. Vorrichtung nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Diodenlaser (43) der Diodenlaser-Linearanordnung (42) ein- 
zeln oder gruppenweise aktivierbar sind, derart, dass zur Beaufschla- 
gung einer kreisflachenformigen Kontaktoberflache (38) d ( er Bauele- 
ment-Verbundanordnung (12) mit der parallel zur Erstreckungsebene 
der Bauelement-Verbundanordnung verfahrbaren Diodenlaser-Linear- 
anordnung lediglich die Diodenlaser der Diodenlaser-Linearanord- 
nung aktivierbar sind, die in Abhangigkeit vom Verfahrweg (46) zur 
Oberdeckung der zugeordneten Quererstreckung der Kontaktoberfla- 
che der Bauelement-Verbundanordnung benotigt werden, 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Diodenlaser-Verbundanordnung als eine Diodenlaser- 
Matrixanordnung (47) mit einer Mehrzahl von jeweils in Reihen und 
Spalten angeordneten Diodenlasern (43) ausgebildet ist> 




13. Vorrichtung nach Anspruch 12, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Diodenlaser (43) der Diodenlaser-Matrixanordnung (47) ein- 
20 zeln oder gruppenweise aktivierbar sind s derart, dass bei einer koaxi- 

alen Ausrichtung der Flachenmittelpunkte der Kontaktoberflache (38) 
der, Bauelement-Verbundanordnung (12) und der Matrixflache zur 
Beaufschlagung der kreisflachenformigen Kontaktoberflache die Di- 
odenlaser entsprechend der GroBe der Kontaktoberflache in ihrer Ge- 
25 samtheit oder nur im Umfang einer zur Uberdeckung der Kontakt- 

oberflache benotigten Teilmatrix aktivierbar sind. 
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14. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 9 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass in einem durch einen Abstand zwischen der transparenten Platte 

(17) und der Diodenlaser-Verbundanordnung (18, 42, 47) gebildeten 

5 Zwischenraum eine Transmissionseinrichtung (19) angeordnet ist, die 

zur Messung einer Referenztemperatur dient. 
» 

15. Vorrichtung nach einem der Anspruche 9 bis 14, 
daxlurch gekennzeichnet, 

dass zur Ausrichtung der Kontaktmetallisierungen in einer Uberde- , 
10 ckungslage zur Ausbildung der Koptaktpaarungen die der rtickwartig 

mit Laserstrahlung beaufschlagten Bauelement-Verbundanordnung 
(12) gegenttberliegende Bauelement-Verbundanordnung (14) in einer 
zumindest zweiachsig verfahrbaren Positioniereinrichtung (31) ange- 
1 ordnet ist. 

15 16. Vorrichtung nach Anspruch 15, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Positioniereinrichtung (31) dreiachsig ausgebildet ist, der- 
art, dass neben einer zweiachsigen Positionierung der Bauelement- 
Verbundanordnung (14) in der Erstreckungsebene der Bauelement- 
20 Verbundanordnung die Positioniereinrichtung zur Ausfiitirung einer 

Zustellbewegung quer zur Erstreckungsebene dient, derart, dass die 
Positioniereinrichtung zur Erzeugung des Kontaktdrucks dient. 
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17. Bauteilverbund (58) aus zwei nach einem der Ansprtiche 1 bis 8 ' 
wechselseitig miteinander kontaktierten waferartigen Bauelement- 
Verbundanordnungen (55, 56) mit einer ersten transparenten Bauele- 
ment-Verbundanordnung (55) aus einer Vielzahl zusammenhangend 

5 ausgebildeter transparenter Deckeleinheiten (59) und einer zweiten 

Bauelement-Verbundanordnung (56) aus einer Vielzahl zusammen- 
hangend ausgebildeter Sensoreinheiten (64) mit jeweils mindestens 
einem Sensor (71); der jeweils auf einer Substrateinheit einer Sen- 
soreinheit kontaktiert ist, die mit Durchkontaktierungen (72) fur ei- 

10 nen rtickw&rtigen Kontaktzugriff (73) auf die Sensoreinheit (64) ver- 

sehen ist. 

18. Bauteilverbund nach Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die einander gegenuberliegend angeordneten Kontaktmetallisie- 
15 rungen (61, 67) der miteinander kontaktierten Deckeleinheiten (55) 

und Sensoreinheiten (56) als Kontaktmaterial (62, 68) ein Lotmateri- 
al aufweisen. 

19. Bauteilverbund nach Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, 

20 dass von der den Deckeleinheiten (56) zugeordneten Gruppe von 

Kontaktmetallisierungen (61) und der den Sensoreinheiten (64) zuge- 
ordneten Gruppe von Kontaktmetallisierungen (67) zumindest eine 
Gruppe einen leitenden Kleber als Kontaktmaterial (62, 68).aufweist. 

20. Bauteilverbund nach einem der Ansprtiche 17 bis 19, 
25 dadurch gekennzeichnet, 

dass zumindest eine Gruppe der Kontaktmetallisierungen (61, 67) als 
Unterschicht far das Kontaktmaterial (62, 68) eine Absorptions- 
schicht (63, 69) aus einem stark absbrbierenden Material aufweist. 



Datum 23.12.03 12:03 FAXG3 Nr: 735453 von NVS:FAXG3.!0.0201/0 (Seite 25 von 30) 



23- 1 2-03 ; 1 3 : 03 



; advorec. 



d pa 



; +49 93 1 79698 1 1 



21. Bauteilverbund nach Anspruch 20, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zwischen der Absorptionsschicht (63, 69) und dem Kontaktmate- 
rial (62, 68) eine Haftvermittlerschicht angeordnet ist. 

22. Bauteilverbund nach Anspruch 20 oder 21, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Absorptionsschicht (69) der den Sensoreinheiten (64) zuge- 
ordneten Gruppe von Kontaktmetallisierungen (67) eine im Vergleich 
zu den Kontaktmetallisierungen (61) der Deckeleinheiten (59) ver- 
groBerte Oberflache aufweist. 

23. Bauteilverbund nach einem der vorangehenden Anspruche 17 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass Jeweils eine einen Sensor (71) ringformig umschlieBende Kon- 
taktmetallisierung (61) der Deckeleinheiten (59) mit einer den Sensor 
ringfdrmig umschlieBenden Kontaktmetallisierung (67) der zugeord- 
' neten Sensoreinheit (64) zur Ausbildung eines Dichtrings kontaktiert 
ist. 
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